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(54) ДАТЧИК ДИОКСИДА АЗОТА

(57) Формула изобретения
Полупроводниковый датчик диоксида азота, содержащий полупроводниковое

основание, нанесенное на непроводящую подложку, отличающийся тем, что
полупроводниковое основание выполнено из поликристаллической пленки твердого
раствора состава (InAs)0,84(ZnS)0,16.
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